
Реферат 

Пояснювальна записка до дипломної роботи містить: 61 сторінок,  

7 таблиць, 21 рисунків, 33 бібліографічних найменування. 

В даній роботі було розглянуто та проведено дослідницьку роботу з 

формування p-n переходів в монокристалах InSb методом іонної імплантації.  

 Був розглянутий технологічний маршрут формування p-n переходів в 

монокристалах InSb методом іонної імплантації, обладнання за допомогою 

якого виконуються процеси формування області p-n переходів, тобто 

підготовку пластини вихідного кристалу антимоніду індія, безпосередньо 

легування монокристалів InSb методом іонної імплантації, 

постімплантаційного відпалу.        

 Також було розглянуто моделювання та складання оптимального 

технологічного маршруту цих процесів з подальшим аналізом і порівнянням 

готових зразків та їх характеристик. 

Ключові слова: іонна імплантація, монокристал, антимонід індія, 

фотодіод. 
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Abstract 

 
The work contains 61 pages, 21 figures, 7 tables, 33 bibliographic titles. 

In this work it was considered and held research work with the formation of 

p-n junctions in single crystals of InSb by ion implantation.  

 Was considered the technological route of forming p-n junctions in 

monocrystals of InSb by ion implantation method, the equipment which performs 

the processes of forming the p-n junctions, that is, training the plate initial crystal 

of indium antimonide directly doping of single crystals of InSb by ion 

implantation, annealing postimplantatini.  

It was also considered modeling and development of optimal technological 

route of these processes with further analysis and comparison of samples and their 

characteristics. 

Keywords: ion implantation, the monocrystal, an indium antimonide, 

photodiode. 
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